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(57) Abstract: The invention relates to a micromechanical component with a substrate (1), a micromechanical functional plane 
surface (100) provided on the substrate, a covering plane surface (200), provided on the micromechanical plane surface (100) and a 
CD conductor path plane surface (300) provided on the cover plane surface (200). The cover plane surface (200) comprises a monocrys- 
^ talline region (14), grown epiiactically on an underlying monocrysialline region (7, 24) and the cover plane surface (200) comprises 
)^ a polycrystalline region (15), grown epitactically and simultaneously on an underlying polycrystalline seed layer (13). 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schafft ein mikromechanisches Bauelement mit einem Substrat (1); einer auf dem Subst- 
rat vorgesehenen mikromechanischen Funktionsebene (100); einer auf der mikromechanischen Funktionsebene (100) vorgesehenen 
Abdeckebene (200); und einer auf der Abdeckebene (200) vorgesehenen Leiterbahnebene (300). Die Abdeckebene (200) weist einen 
monokristallinen Bereich (14) auf, der epitaktisch auf einem darunterliegenden monokristallinen Bereich (7; 24) aufgewachsen ist, 
und die Abdeckebene (200) weist einen polykristallinen Bereich (15) auf, der gieichzeitig epitaktisch auf einer darunterliegenden 
polykrisiallinen Startschicht (13) aufgewachsen ist. 
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Mikromechanisches Bauelemenr und entsprechendes 
5 Herstellunasverf ahren 

STAND DER TECHNIK 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein mikromechanisches 
10 Bauelement mit einem Substrat, einer auf dem Subs^rat vor- 
gesehenen mikromechanischen Funktionsebene, einer auf der 
mikromechanischen Funktionsebene verges ehenen Abdeckebene , 
und einer auf der Abdeckebene vorgesehenen Leiterbahnebene . 
Die vorliegende Erfindung betriffr ebenfalls ein entspre- 
15 chendes Herstellungsverf ahren . 

Unter mikromechanische Funktion soli eine beliebige aktive 
Funktion, z.B. eine Sensorf unktion, oder passive Funktion, 
z.B. eine Leiterbahnf unktion, verstanden werden. 

20 

Obwohl auf beliebige mikromechanische Bauelemente und 
Strukturen, insbesondere Sensoren und Aktuatoren, anwend- 
bar, werden die vorliegende Erfindung sowie die ihr zugrun- 
deliegende Problematik in bezug auf ein in der Technologie 
25 der Silizium-Oberf lachenmikromechanik herstellbares mikro- 
mechanisches Bauelement, z.B, einen Beschleunigungssensor , 
erlautert . 


WO0i/7700S 
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Allgemein bekannt sind monolithisch integrierte inertiale 
Sensoren in Oberf lachenmikromechanik (OMM) , bei denen die 
erapf indlichen beweglichen Srrukturen ungeschutzt auf dem 
Chip aufgebracht sind (Analog Devices) . Dadurch entsteht 
5 ein erhohter Auf wand beim Handling und bei der Verpackung, 

Umgehen kann man dieses Problem durch einen Sensor mit der 
Auswerteschaltung auf einem separaten Chip, z.B. werden da- 
bei die OMM-Strukturen mittels einem zweiten Kappenwafer 

10 abgedeckt. Diese Art der Verpackung verursacht einen hohen 
Anteil der Kosten eines OMM-Beschleunigungssensors . Diese 
Kosten entstehen durch den hohen Flachenbedarf der Dicht- 
flache zwischen Kappenwafer und Sensorwafer und aufgrund 
der aufwendigen Strukturierung (2-3 Masken, Bulkmikromecha- 

15 nik) des Kappenwaf ers . 

Die Auswerteschaltung wird auf einem zweiten Chip reali- 
siert und mittels Drahtboden mit dem Sensorelement verbun- 
den» Dadurch entsteht wiederum die Notwendigkeit die Sen- 
20 sorelemente so groB zu wShlen, dafi die parasitaren Effekte, 
die durch die Parasiten in den Zuleitungen und Bondrahten 
entstehen, vernachlassigbar sind, dali sie keinen dominanten 
Einfluli auf die Sensorf unktion mehr haben. AuBerdem verbie- 
ten sich wegen parasitarer Effekte Flipchiptechniken . 


Solche Sensoren konnten mit wesentlich weniger Flache fur 
die Mikromechanik auskommen, wenn die Auswerteschaltung 
sich auf demselben Si-Chip befande und die empf indlichen 
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Elektroden mit nur geringen Parasiraten angeschlossen wer- 
den konnen. 

In der DE 195 37 814 Al werden der Auibau eines funktiona- 
5 len Schichtsystems und ein Verfahren zur hermerischen Ver- 
kappung von Sensoren in Oberf lachenmikromechanik beschrie- 
ben. Hierbei wird die Hersrellung der Sensorst ruktur mit 
bekannren technologischen Verfahren erlautert. Die besagte 
hermerische Verkappung erfolgt mit einem. separaren Kappen- 

10 Wafer aus Silizium, der mit aufwendigen St rukturierungspro- 
zessen, wie beispielsweise KHO-Atzen, strukturiert wird. 
Der Kappen-Wafer wird mit einem Glas-Lot (Seal-Glas) auf 
dem Substrat mit dem Sensor (Sensor-Wafer) auf gebracht . 
Hierfur ist um jeden Sensorchip ein brei^er Bond-Rahmen 

15 notwendig, um eine ausreichende Haftung und Dichtheit der 
Kappe 2U gewahrleisten . Dies begrenzt die Anzahl der Sen- 
sor-Chips pro Sensor-Wafer erheblich. Auf Grund des groften 
Platzbedarfs und der aufwendigen Herstellung des Kappen- 
Wafers entfallen erhebliche Kosten auf die Sensor- 

20 Verkappung. 

Die DE 43 41 271 Al offenbart einen mikromechanischen Be- 
schleunigungssensor ;r dessen Bestandteile zum Teil aus mono- 
krisrallinem Material und zum Teil aus polykris^ allinem Ma- 
25 terial bestehen. Zur Herstellung dieses bekannten mikrome- 
chanischen Beschleunigungssensors wird ein Epir axie-Reaktor 
verwendet. Eine Startschicht aus LPCVD-Polysilizium dient 
zur Festlegung der Bereiche, wo beim Epitaxie-Prozefi poly- 
kristallines Silizium aufwachsen soil. 
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VORTEILE DER ERFINDUNG 

Das erf indungsgeinafi)e mi kromechanische Baueiement mir den 
5 Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. das Herstellungsverf ahren 
nach Anspruch 9 weisen folgende Vorteile auf . Eine monolit- 
hische Integration der Auswerteschaltung und des Sensorele- 
jnents auf einem Chip ist moglich. Fehlertrachtige aufwendi- 
ge Bonddrahte zwischen Sensorelement und Auswerteschaltung 

10 konnen entfallen. Eine Reduktion der Grolie der Sensierele- 
mente ist moglich, da weniger parasitare Effekte in der 
Kontaktierung auftreten. Es muli nur noch ein Chip montiert 
werden. Der Prozeii baut auf den aus der P4318466.9 bekann- 
ten OMM-Prozeii auf, der Epitaxie-Polysilizium mit minde- 

15 srens 10 pm Dicke liefert. Es ergibt sich eine Vereinfa- 

chung des OMM-Prozesses , da die Strukturen von oben kontak- 
tiert werden konnen. Ein Entfallen des vergrabenen Polysi- 
liziums ist moglich. 

20 Die Integration des Bauelementes ist weitestgehend unabhan- 
gig vom ProzeJi der Auswerteschaltung, wodurch eine Anpas- 
sung an neue IC-Prozesse vereinfacht wird. Das Baueiement 
kann je nach Sensorprinzip auf die Grofie der bisher beno- 
tigten Bondpads auf dem IC zur Kontaktierung reduziert wer 

25 den, wodurch die Kosten des IC^s aufgfund von zusatzlicher 
Flache nicht steigen, 

Nach der Erfindung ist es moglich, den Sensorchip im soge- 
nannten Flip-Chipverf ahren, also kopfuber mit eutektischen 
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Oder Gcldbumps ansrelle mit Bonddrahren anzuschlieiien, da 
die parasitaren Einfliisse gegenuber der Zwei-Chip-Losung 
scark reduziert werden. Mir dieser Technik lassen sich auch 
Sensoren mit CSP (chip scale package) darstellen, bei denen 
5 die Verpackung nicht mehr als 20% grower als der Chip isr . 
Ein CSP-verpackrer Chip kann vcr der Mon-age vorgemessen 
und abgeglichen werden. 

Kern der Erfindung ist die Kombination des einkristallinen 
10 and polykristallinen Wachstums wahrend der Abscheidung der 
Abdeckschicht im Epi-Reaktor. Einkristallines Silizium be- 
notigt dabei eine einkristalline Oberflache als Ausgangs- 
schicht, polykrisrallines Silizium eine polykristalline 
Startschicht , welche vorzugsweise durch LPCVD abgeschieden 
15 wird. 

In den Unteranspriichen finden sich vorteilhafte Weiterbil- 
dungen und Verbesserungen des jeweiligen Gegenstandes der 
Erfindung . 


Gemafi einer bevorzugten Weiterbildung weist eine ersre 
Schicht mit der mikromechanischen Funktionsebene einen mo- 
nokristallinen Bereich auf, der epitaktisch auf einem da- 
runterliegenden monokristallinen Bereich aufgewachsen ist, 
25 sowie einen polykristallinen Bereich, der gleichzeitig epi- 
taktisch auf einer darunterliegenden polykristallinen 
Startschicht aufgewachsen ist. Damit wird zweimal derselbe 
Epitaxieschritt in zwei verschiedenen Ebenen angewendet. 


20 
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Gemaii einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist eine 
erste Schicht mit der milcromechanischen Funktionsebene ei- 
nen monokristallinen Bereich auf, der uber eine Isolator- 
schicht in SOI-Form mit dem Substrat gebiidet ist. Dies ha 
5 den Vorteil, dali die vergrabene Polysiliziumschicht wegge- 
lassen werden kann und ein Epitaxieschritt entfallt. Als 
Silizium wird vorzugsweise einkristallines , hochdotiertes 
und inechanisch spannungsf reies Grundmaterial verwendet. 

10 GemaJi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung enthalt der 
monokristalline Bereich eine zweite Schicht, die uber der 
ersten Schicht abgeschieden wird, mit ein oder mehreren in 
tegrierte Schaltungselementen einer Auswerteschaltung oder 
Verdrahtungselemente. Damit laiit sich eine sogenannte mono 

15 lithisch integrierte Ein-Chip-Losung erreichen. 

GeinS/b einer weiteren bevorzugten Weiterbildung v/eist der 
polykristalline Bereich der mikromechanischen Funktionsebe 
ne eine bewegliche Sensorstruktur auf. 

20 

GemalS einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die 
mikromechanische Funktionsebene eine vergrabene Polysili- 
ziumschicht unterhalb der beweglichen Sensorstruktur auf. 

25 Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind in der 
Leiterbahnebene ein oder mehrere Flip-Chip-AnschluB- 
elemente, vorzugsweise Gold-Bumps, vorgesehen. Dies ist ei 
ne robuste Art der Kontaktierung, die durch die im wesent- 
lichen planare Oberflache moglich wird. 
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Gemafi einer weiteren bevorzugren Wei terbildung ist das Bau- 
elemenr in Silizium-Oberf iachenmlkromechanik herstellbar . 

5 ZEICHNUNGEN 

Ausf iihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
laurert . 


10 


Es zeigen 


15 


Fig. 1 


eine schemarische Querschnittsansicht eines mi- 
krcrr.echanischen Bauelements gemali einer ersnen 
Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung; 


Fig, 2a, b 


eine schematische Querschnitt sansichi: der Her- 


srellungschritte des mikromechanischen Bauele- 
ments gemaJi Fig. 1; und 


20 


Fig . 


3 


eine schematische Querschnittsansicht eines mi- 
kromechanischen Bauelements gemalb einer zweiten 
Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung. 


25 


BESCHREIBUNG DER AUSFUHRUNGS3EISPIELE 


In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche 
Oder f unktionsgleiche Komponenten. 
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Fig. 1 ist eine schema tische Querschnitrsansichr eines mi- 
kromechanischen Bauelements gemaii einer ersten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung. 

5 In Fig. 1 bezeichnen 1 einen Silizium-Substrarwaf er , 2 ein 
unteres Oxid, 3 vergrabenes Polysilizium, 4 ein Kontaktloch 
im Opferoxid 5, 5 ein Opferoxid, 6 ein erstes Start- 
Polysilizium, 7 ein erstes einkristallines Silizium aus 
Epitaxie, 8 ein erstes Epitaxie-Polysilizium, 9 einen Iso- 

10 lationsgraben, 10 eine bewegliche Sensorstruktur , 11 ein 
erstes Refilloxid, 12 ein . Kontaktloch im Refifilloxid 11, 
13 ein zweites Start-Polysilizium, 14 ein zweites einkri- 
stallines Silizium aus Epitaxie, 15 ein zweites Epitaxie- 
Polysilizium, 16 ein elektrisches und/oder mechanisches 

15 Verbindungselement zwischen erstem und zweiten Epitaxie- 

Polysilizium, 17 einen Trenchgraben, 18 ein zweites Refil- 
loxid, 19 ein Oxid zur Isolation der Leiterbahnen, 20 eine 
Oberkreuzverbindung, 21 eine Leiterbahn, 22 ein Kontaktloch 
in der Leiterbahn 21 und dem Refilloxid 18 und 23 ein elek- 

20 tronisches Bauelement der Auswerteschaltung . 

100 bezeichnet eine mikromechanische Funktionsebene mit der 
beweglichen Sensorstruktur 10 - hier ein Beschleunigungs- 
sensor 200 eine Abdeckebene zur hermetischen Versiege- 
25 lung der beweglichen Sensorstruktur 10 und 300 eine Leiter- 
bahnebene - 

Bei dieser ersten Ausf uhrungsf orm, die in an sich bekannter 
Silizium-Oberf lachenmikromechanik herstellbar ist, weist 
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einerseit-s die Abdeckebene 2G0 den mcnokrisrallinen 5ereich 
14 aufweisr, der epirakrisch auf dem darunterliegenden mc- 
nokrisrallinen Bereich 7 aufgewachsen is-. Andererseirs 
weisr die Abdeckebene 2C0 den polykris rallmen Bereich 15 
5 aufweist, der gleichzeitig epiraktisch auf der darunrerlie- 
genden polykristallinen Srart schichu 13 aufgewachsen ist. 
Mir anderen Worten werden in einern Prozerischritt nionokri- 
stallines und polykr istallines Silizium nebeneinander auf- 
gewachsen . 

10 

Der monokrisralline Bereich 14 der Abdeckebene 200 enrhalr 
inregrierte Schalrungselemenre einer Auswerr eschaltiing . II- 
lusrrierr isr als Beispiel ein CMOS-Transistor 23. 

15 Analog dazu weist die laikromechanische Funktionsebene 100 
den monokristallinen Bereich 7 aufweist, der epitaktisch 
auf dem darunterliegenden monokristallinen Substratbereich 
1 aufgewachsen ist, sowie den polykristallinen Bereich 8, 
der gleichzeitig epitaktisch auf der darunterliegenden po- 

20 lykristallinen Startschicht 6 aufgewachsen ist. Dieser ?ro- 
zefischritt des simultan ein- und polykrisrallin aufwachsen- 
den Si wird also sowohl fur die Sensorstruktur 10 als auch 
fur die Abdeckebene 200 durchgef uhrt . 

25 Die mikromechanische Funktionsebene 100 weist die vergrabe- 
ne Polysiliziumschicht 3 unterhalb der beweglichen Sensor- 
struktur 10 als Verdrahtungsebene auf. 
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Fig. 2a, b zeigen eine schematische Querschnittsansichr der 
Herstellungschritte des mikromechanischen Bauelements gemafl 
Fig. 1. 

5 IC-Prozesse benotigen im allgemeinen ein einkristallines 

Si-Substrat 1 als Ausgangsmarerial fur den Prozeft. Das gilt 
sowohl fur Prozesse mit analogen Bauelementen, die eine 
epitaktisch abgeschiedene einkrisralline Si-Schicht benoti- 
gen, als auch fur reine CMOS-Prozesse , die keine Epiraxie 
10 benotigen. Also wird bei diesem Beispiel mit einem einkri- 
stallinen Si-VJafer als Substrat 1 gestartet. 

In einem ersten Schritt erfolgt eine Oxidation des Sub- 
strats 1 zur Bildung des unteren Oxids 2- Anschlieliend er- 

15 folgt eine Abscheidung und Strukturierung des vergrabenen 
Polysiliziums 3 als unterer Leiterbahnbereich. In einem 
folgenden Schritt wird das Opferoxid 5 abgeschieden und 
strukturiert . Danach erfolgt eine Abscheidung und Struktu- 
rierung des ersten Start-Polysiliziums 6, insbesondere ein 

20 entfernen des Start-Polysiliziums und des unteren Oxids 2 
an Stellen, wo im spateren Epitaxieschritt einkristallines 
Silizium (Bereich 7 in Fig. 2a) auf dem Substrat 1 aufwach- 
sen soli. 

25 Danach erfolgt der Epitaxie-Schritt , in dem der monokri- 

stalline Siliziumbereich 7 zusammen mit dem polykristalli- 
nen Siliziumbereich 8 der mikromechanischen Funktionsebene 
100 aufgewachsen werden. Ein weiterer Schritt ist eine op- 
tionale Planarisierung der resultierenden Struktur zum Aus- 
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gleich von geringf ugigen Hohenunterschieden aufgrund des 
Un::erbaus, der zwischen dem Substrar 1 una dem poly kristal- 
linen Siliziumbereich 8 liegt. 

5 Wie in Figur 2b illustriert, erfolgr dann ein Refill mit 
dem Refilloxid 11 and eine Sr rukturierung des Refilloxids 
11 zur Bildung von Kontiaktlbchern 12. Als nachsres wird die 
zweire Start-Polysil i ziumschichr 13 abgeschieden und zusam- 
men mii: dem ersten Refilloxid 11 s truktur iert , insbesondere 

10 werden das zweite Start-Polysilizium 13 und das Refilloxid 
11 dort entfernt, wo einkristallines Silizium (Bereich 14 
in Fig. 2b) auf dem Bereich 7 aufwachsen soli. In einem 
darauf f olgenden Prozeiischritt folgt der zweite Epitaxiepro- 
zess, in dem gleichzeitig monokris tallines Silizium im Be- 

15 reich 14 und polykristallines Silizium im Bereich 15 abge- 
schieden werden. Wiederum optional folgt eine Planarisie- 
rung der resultierenden Deckschicht zum Ausgleich des Un- 
terbaus zwischen dem Polysiliziumbereich 8 und dem Polysi- 
liziumbereich 15- 

20 

Als nachstes werden die Trenchgraben 17 im zweiren Epita- 
xie-Polysilizium 15 gebildet, welche zur Isolation und als 
Atzlocher zum Entfernen des ersten Refilloxids 11 dienen. 
Das Atzprofil der Trenchgraben 17 kann so gewahlt werden, 
25 dafii sie sich nach unten hin auch aufweiten, wie in Figur 2b 
angedeutet . Der obere Of f nungsdurchmesser sollre minimal 
gewahlt werden, damit die Abscheidung des zweiten Refill- 
oxids 18 schneller bewerkstelligt werden kann, und zwar oh- 
ne dali eine wesentliche Menge des zweiten Refilloxids 18 in 
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die bewegliche Sensorstruktur 10 gelangt. Gewiinscht ist al- 
so eine anisotrope Oxidabscheidung, und zwar moglichst nur 
auf der Oberflache. 

5 In einem folgenden Prozelischritt erfolgt das Freiatzen der 
beweglichen Sensorstruktur 10 durch Entfernen des unteren 
Oxids 2f des Opfercxids 5 und des ersten Refilloxids 11 
durch die Atzgraben 17. Man konnte das Freiatzen zur besse- 
ren Kontrolle auch in zwei Schritte aufteilen, in dem man 

10 vor der Abscheidung des ersten Refilloxids 11 die unteren 
Oxide 2 und 5 entfernt und dann erst das erste Refilloxid 
11 abscheidet. Ein wesentlicher Vorteil dieses Prozesses 
iiegt darin, das beim Opf erschichtatzen, was derzeit mit 
HF-Dampf erfolgt, noch keine elektronische Schaltung und 

15 Aluminium vorhanden sind, was bei dem Back-End-Prozessen 
nur sehr schwer und aufwendig geschutzt werden kann. 

Im nachsten Schritt erfolgt eine Abscheidung und Struktu- 
rierung des zweiten Refilloxids 18, die Einstellung eines 
20 vorbestimmten Drucks und einer vorbestimmten Gasatmosphare 
beim entgultigen Verschliefien der Hohlraume durch das zwei- 
te Refilloxid 18, was die Eigenschaf ten des eingeschlosse- 
nen Gases somit unter anderem die Dampfung der mechanischen 
Sensorstruktur 10 bestimmt. 


Nachdem das mikromechanische Bauelement f ertiggestellt ist, 
kann nunmehr der IC-Prozeli, z.B. ein CMOS- oder BiCMOS- 
Prozess, zur Herstellung der Auswerteschaltung im monokri- 
stallinen Siliziumbereich 14 erfolgen. Danach erfolgt eine 


25 
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Abscheidung und Strukturierung der Leirerbahnebene 300, 
insbesondere des Oxids 19 und des Leirerbahn-AiuirLiniurris 21. 
Zur Fertigstellung des Bauelements erfolg- ublicherweise 
ein Zersagen der Chips und eine Montage wie bei den Stan- 
5 dard-IC-Bauele-menten . 

Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsansicht eines irii- 
kromechanischen Bauelements gemaii einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung. 

10 

In Fig. 3 bezeichnen zusatzlich zu den bereits eingefuhrten 
Bezugszeichen 24 eine SOKSilicon on Insulator ) -Schicht und 
25 eine Isolator (Insulator ) -Schicht . Bei dieser zweiten 
Ausfuhrungsf orm bilden also das Substrat 1, die Isolator- 
15 schicht 25 und die monokristalline Siliziumschicht 24 eine 
an sich bekannte SOI-Struktur . 

Bei dem derart aufgebauten Bauelement sind das untere Oxid 
2, das vergrabene Polysilizium 3, das Kontaktloch 4 im Op- 
20 feroxid 5, das Opferoxid 5, das erste Start-Polysilizium 6, 
das erste einkristalline Siliziurn aus Epitaxie 7 und das 
erste Epitaxie-Polysilizium 8 weggelassen. 

Benutzt man ein also solch einen SOI-Wafer als Ausgangsma- 
25 terial, entfallen also zahlreiche ProzeBschritte, da dann 
die mechanisch aktive Struktur aus dem SOI-Material 24 ge- 
bildet wird. Die gesamte Verdrahtung wird also bei dieser 
zweiten Ausf uhrungsf orm in die Leiterbahnebene 300 verlegt. 
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Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand eines 
bevorzugten Ausf iihrungsbeispiels beschrieben wurde, ist sie 
darauf nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise mo- 
dif izierbar . 


Es konnen insbesondere beliebige mikromechanische Grundma- 
terialien, wie z.B. Germanium, verwendet werden, und nicht 
nur das exemplarisch angefiihrte Siliziumsubstrat . 

10 Auch konnen beliebige Sensorstrukturen gebildet werden, und 
nicht nur der illustrierte Beschleunigungssensor . 


5 


Der Bereich 15 muli nicht unbedingt polykristallin sein, 
sondern kann rekristallisiert sein o.a,. 
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PATENTANSPRUCHE 


Mikromechanisches Bauelement mit: 


einem Substrat (1); 

einer auf dem Substrat vorgesehenen mikromechanischen Funk- 
tionsebene (100); 

15 

einer auf der mikromechanischen Funktionsebene (100) vorge 
sehenen Abdeckebene (200) ; and 

einer auf der Abdeckebene (200) vorgesehenen Leiterbahnebe 
20 ne (300); 


die Abdeckebene (200) einen monokristallinen Bereich (14) 
25 aufweist, der epitaktisch auf einem darunter liegenden mono 
kristallinen Bereich (7; 24) aufgewachsen ist; und 

die Abdeckebene (200) einen vorzugsweise polykristallinen 
Bereich (15) aufweist, der gleichzeitig epitaktisch auf ei 


wobei 
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ner darunterliegenden polykristallinen Startschicht (13) 
aufgewachsen ist. 

2. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch 
5 gekennzeichnet , daJi die mikromechanische Funkt ionsebene 

(100) einen luonokristallinen Bereich (7) aufweist, der epi- 
taktisch auf einem darunterliegenden monokristallinen Be- 
reich (1) aufgewachsen ist, sowie einen polykristallinen 
Bereich (8) aufweist, der gleichzeitig epitaktisch auf ei- 
10 ner darunterliegenden polykristallinen Startschicht (6) 
aufgewachsen ist. 

3. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1^ dadurch 
gekennzeichnet , dafi die mikromechanische Funktionsebene 

15 (100) einen monokristallinen Bereich (24) aufweist, der 

liber eine Isolatorschicht (25) in SOI-Form mit dem Substrat 
(1) gebildet ist. 

4. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1, 2 oder 
20 3, dadurch gekennzeichnet, dali der monokristalline Bereich 

(14) der Abdeckebene (200) ein oder mehrere integrierte 
Schaltungselemente (23) einer Auswerteschaltung oder Ver- 
drahtungselemente enthalt • 

25 5. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daJi der polykri- 
stalline Bereich (8) der mikromechanischen Funktionsebene 
(100) eine bewegliche Sensorstruktur (10) aufweist. 
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6. Mikromechanisches Bauelemenii Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet , daI3 die mi kromechanische Funkr ionsebene (100) 
eine vergrabene Polysiliziumschicht (3) unterhalb der be- 
weglichen Sensorstruktur (10) aufweist. 

5 

7. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vcrherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dafi in der Lei- 
terbahnebene (300) ein oder mehrere Flip-Chip-AnschluJi- 
elemente, vorzugsweise Gold-Bumps, vorgesshen sind. 

10 

8. Mikromechanisches Bauelement nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dafi es in Sili- 
zium-Oberf lachenmikromechanik herstellbar ist. 

15 9. Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Bau- 
elementes mit den Schritten: 

Bereitstellen eines Substrats (1) ; 

20 Vorsehen einer mikromechanischen Funktionsebene (100) auf 
dem Substrat (1) ; 

Vorsehen einer Abdeckebene (200) auf der mikromechanischen 
Funktionsebene (100) ; 

25 

bereichsweises Vorsehen eine Polysilizium-Start schicht (13) 
auf der mikromechanischen Funktionsebene (100) und be- 
reichsweises Freilassen von einem monokristallinen Bereich 
(7, 24) der mikromechanischen Funktionsebene (100); 
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epitaktisches Abscheiden eines monokristallinen Bereichs 
(14) auf dem f reigelassenen monokristallinen Bereich (7, 
24) und gleichzeitiges epitaktisches Abscheiden eines poly- 
5 kristallinen Bereichs (15) auf der polykristallinen Start- 
schicht (13) ; und 

Vorsehen einer Leiterbahnebene (300) auf der Abdeckebene 
(200) . 
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Wohnsiizes des Anmeiders. sofeni nachstehend kein Staat des Suzes oder W'ohnsitzes 
anoegeben :st. ) 


Staatsangehbriekeii (Siaai): 


Diese Person ist Anmeider | | 
fur folgende Staaten: ' ' 


Diese Person ist 
I i nur .Ajimelder 


□ 


Anmeider und Erfinder 

nur Erfinder i ll 'ird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht ndiig.j 


Siiz oder W'ohnsitz {Staat): 


alle Bestim- 
munssstaaten 


I alle Besiimmungsstaaien mil 
Ausnahme der V^ereinisien Staaten 


j n nur die Vereinigten j I die 
' ' Staaten von Amerika ' ' ans 


im Zusarzl"eld 
esebenen Staaten 


Name und Anschrift (FamiUenname, I'omame: bei junstischen Pcrsonen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschnft sind die Post lei tzahl und der Xame des Sraais an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
/f ohnsiizcs des Anmeiders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder U'olmsitzes 
angegeben ist.j 


Staatsangehbrigkeit (Staat): 


Diese Person isi .\nmelder 
fur folgende Staaten: 


Diese Person ist 
I I nur .Ajimeider 


□ 
□ 


.Ajimelder und Ertmder 

nur Ernnder Oi 'ird dieses Kastchen 
angeh-eiizt. so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht noti^J 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


U 


alie Bestim- 
munssstaaten 


I [ alleB estimmunesstaaten ni 


Ausnahme der V'ereiniiiien Staai 


it I I nur die Vereinigten F \ die im Zu 
Staaien ^ ' Staaten von .Ajiierika ' ' anoeseber 


satzfeld 
benen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname. \'orname. bei junstischen Personen rollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postieitzahl und der Xame des Stoats an- 
zugeben. De- in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
W'ohnsitzes des Anmeiders. sofern nachstehend kern Staat des Sitzes oder U'ohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
j I nur .Ajjmelder 

I j _ 

! I .Ajimelder und hiTinder 

i I nur Erfmder tH'ird dieses Kastchen 

angekj'euzt. so smd die nach- 
stehcnden Angaben nicht notig.J 


Staatsangehorinkeit (Staat) 


Diese Person ist Anmeider 
fjr foleende Stamen: 


Sitz Oder W ohnsitz f Staat): 


alle Besiim- | 
unessiaaien - 


alle Besiimmunesstaaten mil ; 
Ausnahme der X'ercmicten Siaaien ■ 


nur die Vereinigten 
Staaten \on Amerika 


die im Zusatzfeld 
ancesebenen Staaten 


I ^Veitere Anmeider und oder (uenere) Erfinder smd a uf einem Foiisetzungsblart angegeben. 

Formblatt PCT RO 10 1 ( Fonsetzungsbiatt) Siehe Anmerkungcn zu dfcscm Antragsfonnular 


Biait 


Feld Nr. \ BESTJ.M.ML NG \ ON S 


Absaiz a werden h^srmii vor2enom1r.cn; 


Die foigenden Bssiimmcngen nach 
Regionales Patent 

I AP ARIPO-Patent: GH Ghana. GM Gambia. KE Kenia. LS Lesotho. M\V Malawi. SD Sudan. SL Sierra Leone. 

SZ Swaziland. UG Uganda . Z\V Simbab\\ e und jeder weiiere Staai der Venragsstaat de? Harare-Proiokolls and des PCT 1st 
Eurasisches Patent: AM .Armenien. AZ .-\5erbaid5chan. BY Beiarus. KG Kirgisisian. KZ Kasachsran. MD Repuolik 
Moldau. RU Rusrische Foderation. TJ Tadschikisian. TM Turkmenistan und jeder ueitere Sraat. der Venragsrtaat 

des Ei:rL:i5chen Pateniabereinlxmmens und des PCT ist 

Europaisches Parent: AT C'sierreich. BE Beigien. CH und LI ScliN^eiz und Liechteiisre}:;. C^"Z>pem. 
DE Deuiscbland. DK Danen^.aik. ES Span:en. FI Fmniand. FR Frankreicir GB X ereinigte.- J-lonigreich. 
GR Griejhenland. IE Irland. IT Iia'ien. LL' Ljxemburg. MC Nlonaco. NX "^Ciedeiiande. FT PoniigaL 
SE Schuecen und leder weitere Siaat. der X^enrcesstaat des Europaischen Patentubereir.komnieni und des PCT 
0.\PI-Patent: BF Bu:r.ir.a Fa.-o. BJ Benin. CF Zeniralafrikanische Repuolik. CG Ilongo CI Core d'lvorie. 
CM };ar-i..Tun. GA Gabun. GN Guinea. G\V Guinea-Bissau. ML Mali. MR Maiirciariien. NE N'iicr. SN SenirgaL 

TD Ticiiad. TG Trigo i.n J jec:e: weiiere Siaai. der V'enragssiaai dtr O.API und des PCT :s: 

Patent '/al.': cnie ann'c-e Sciii.tzn -.hr^^ri od^r em r.^nsrgcs I'erfchre}! ge^vilnszhi y\ ird. ome auf der ^cimnkriij}: Umj an^ctcnr 

V'ereinigte .Arabische Emirate \~\ LR Liberia 

Albanien \ | 

Armenien LD 


EA 


EP 


OA 


Nationales 

□ 

AE 

□ 

AL 

□ 

AM 

□ 

AT 

□ 

AL 

□ 

AZ 

□ 

BA 

□ 

BB 

□ 

BG 

□ 

BR 

u 

BY 

□ 

CA 

□ 

CH 

□ 

CN 

□ 

CU 

□ 

CZ 

□ 

DE 

□ 

DK 

□ 

EE 

□ 

ES 

1 1 
! ! 

r 1 

□ 

GB 

□ 

CD 

□ 

GE 

□ 

GH 

□ 

GM 

□ 

HR 

□ 

HL 

□ 

ID 

□ 

IL 

□ 

IN 

□ 

IS 


JP 

□ 

KE 

□ 

KG 

□ 

KP 

□ 

KR 

□ 

KZ 

u 

LC 

□ 

LK 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 
n 
□ 
□ 


Osterreich 

Austral I en 

Aserbaidschan 

Bosnien-Herzegowina 

Barbados 

Bulgarien 

Brasilien 

Belarus 

Kan ad a 

und LI Schweiz und Liechten?ie:n 

China 

Kuba 

Tschechische Repubiii. 

Deutschland. LZI 

Danemark ; . 

Estland LD 

Spanien 

Finnland Q 

V^erein'gtes H5niereich Q 

Grenada 

Georgien | 1 

Ghana I | 

Gambia 
Kj-oaiien 

Ungam, 

Indonesien 

Israel 

Indien 
Island 

Japan 


Kirgisisian 

Demokrati^che Wilk^republik Korea.. 

Rebublik Korea 

Kasachsian 

Saint LDcia 
Sri Lanka 


LS Lesotho 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lett land 

1\1D Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugosiawische Repuhi-k 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ 


MN 

M\V 

MX 

NO 

NZ 

PL 

PT 

RO 

RU 

SD 

SE 

SG 

SI 

SK 

SL 

TJ 

TM 

TR 

TT 

UA 

LG 

US 


Mazedomen 

Mongolei 

Malawi 

Mexiko 

N'orwegen 

Neuseeland 

Polen 

Portugal 

Rumanien 

Russische F6dera:ion,... 

Sudan 

Schweden 

Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 

Tadschikistan 

TurloTtenjstan 

Turkei 

Trinidad und Tobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereiniete Staaien vor. Amenka . 


□ 

uz 

Usbekisran 

□ 

VN 

Vietnam 

□ 

VU 


□ 

ZA 

Sudafrika 

□ 

zw 

Simbabvve. 


Kastchen fiirdie Besiimmung vor Staaten. die dem PCT nach der 
X'erofFentlichung dieses Formblans beisetreten sind: 

□ " ~. 


□ 


Erivlarung bzgl. vorsorglicher Bestrnimungen: zusaizlich 2u den oben genannten Bestimmungen nimmt dsr .Anmsidernach Regel 4.9 Absatz b auch alle 
anderen nach dem PCT ziiliissisen Bcsiirnniuneen \or niii '^usnahmc der im Zusatzfeld genannten Besiii-nmunsen die von ditse.- Erki&rung ausgenominen 
sind Der .Anmelder erklan. caO diese zusatzhchen Beunminungen unier dem Vorbehah einer Besiatigung siehen und lede zuiStzl iche 3e-si:ir,nung. d^e vor 
Ablaufvon 15 Monaien ab dem Prioriiatsdatum nicht be^iaiigi wurde. nach Ablauf disser Frist als vcm .Anmelde- zuriickgenommen gill. (£-.v Bcjian^ung 
einer Besnmnmng erfotgt aurch die Einreichung c:ner Mitreilung. n? dc " Jiese Besiimmung angegeben \* ird. und die lljhlung der Bestimmungs- und der 
Bcstaiisrun^sgebiihr Die B^s/Jrigimg tmtfi bcim Inmcldeam: mnerha/b der Fnsr ron JS Monaien emschcn > 


Formblat! PCT. RO 101 (Blatt2) (.luli 1999) 


Siehc Anmerkun^^cn lu diCDcm Antrcigofonnuiar 


B;au Nr.. 4. 


Feld >r. V 


PRIORITATSAN 


Anmeidedatum 
der fruheren Anmsldung 
fTa<; Moncit John 


iif^^ffi Ann 


W'eiiere Priori:aisai 


hen der 
Anme'idLins 


Isi die friih: 


naiionale Anmeldung- 
Siaat 


m 


che sind im Zusaizfeid aneeeeben 


eldune e:ne: 


regional e .Ar.meraung: * 
resio.'iales .Amt 


miernaiionale Anmeldung: 
.Anmeideami 


leile ( 1 ) 
11.04.00) 


' i"^ 

. U 'sJ w 


IGO 17 


3undesrepubli> i 
Deurs chland 


Zeiie (2t 


Das .-uinieldean:: uird ersuchi. eine beglaubigie Abschnh der oben :n Zeiletn) Lll 

bezeicr.neien friiheren Anmeiduns( en > zu erstellen und dem ]niem2iic»nalen Biiro zu ubermineln. 


Feld Nr. VII 


INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 


Wahl der Infcrnationalen Recherchenbehorde (ISA) 

('hiis ni LV O02r niehr a'ls rwa I/uemanonale Recherchenbciiorden 
jiir die A iisfi inning der iniernanouahn Recherche ziisfandig sind 
feben Sie die von Ihneu gew dhhe Behorde an: (der: 
Zwe ibuchsiaben-C ode kann bemiizi M erden) 
ISA/ 


Antrag auf Nutzung der Ergebnisse elner fruheren Recherche: Bezugnahme auf 

dicse friihcre Recherche {falls erne fn'diere Reciierche bci der imernanonalen 
Reciierchenberdrdc heamragt oderron I'nr durchgcfu'nri v orden. is!;: 
Datum (Tag Monai Jahrr. .Akienzeichen Staat (oder resionaiss .Ani) 


Feid Nr. VIII 


KONTROLLISTE: EINREICHUNGSSPR-4CHt 


Diese iniernationale .Anmeldung enthalt 
die folgendcAnzahl von Blattern: 

.Anirag : 4 Biatier 

Beschreiburg {ohne 
Sequenzproiokolheil) 

/Vjispruche 

Zusammenfassung: 

I'eichnungen 

Sequenzproiokollieil 
der Beschreibung 

Blflttzahl insgesamt : 27 Blatter 


14 Biatier ^ 
4 Blaner ^ 
Blatter 

4 Blatter ^ 

Blaner 


Dieser iniernationalen .Anmeiduns lieeen die nachsiehend ansekreuzten Unierlasen bei: 


Biart fur die Gebiihrenberechnung 
Gesonderie unterzeichneie Vollmachi 

Kopien der allgemeinen V'ollmacht: .Akienzeichen (falls vorhanden) 


□ 
□ 

I I Begriindung fur das Fehien einer Unierschrift 

I I Prioritatsbeleg(e). in Feld VI durch 

folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

I I Ubersetzung der internaiionalen .Anmeldung in die folgende Sprache: 


□ 
□ 


Gesondene Angaben zu hinierlegten Mikroorganismen oder biologischem 
Material 

Sequenzproiokolle fiir Nucleotide und/oder .Anminosauren (Diskette) 

Sonstige (emzeln auffithren): 
1 Abschrif: fiir Priori latsbelea 


Abbildung der Zeichnungen. die 

mil der Zuscmn:enfassung 

\ eroffentiich: werden soil (Nr.): 1 

Sprache. in der die 

internaiionale .Anmeldung 
einsereich: uird: Deutsch 

Feld Nr. L\ LNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES A.NVVALTS 


Der Same jeder iinterzeichnenden Person isi neben der Unierschrift zu wiederholen, iind es ist anziigeben, so/em sich dies nichi eindeutig aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 


ROBERT BOSCH GMBK 
I<ir. 13 5/9 5 AV 

Dr . Buroauni 


Michael 0FFEN3ERG 


Markus LjUTZ 


Vom Anmeideami auszurullen' ^' 

\. Datum des taisachiichen Eingangs dieser 
iniernationalen .Aimeiduns 

2. Zejchnungen 

3. dieandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich. jedoch 
frisigerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur \'er\'ollsiandi2un£i dieser internaiionalen Anmelduns: 

1 . einge-gangen: 

4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellung nach .Anikel 11(2) PCT: 

1 nicht ein- 
' Eiecancen : 

5. \'oni Anmeldcr benannie 

Internationale Recherchenbehorde: ISA/ 

6. l/berminlung des Recherchenexempiars bis zur Zahlung 
j j der Recherchengebiihr aufgeschober 


\'om Internationalen Buro auszufUllen 


Datun^ des Eingangs des .Akiene.xemplars 
beim Internaiionalen Buro: 


Formblatt PCT RO 101 (Ictztes BlaH) 


Siehe Anmerkiingen zu ditzseni Aniragsjornuilcir 


PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


(Aril 

kel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 

j AKtenzeichen des Anmelders Doer An A-aits 

R. 37709 Bb/Kat 

WEITERES siene Mitteilung uoer die Ub-rmitttung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/!SA,'220) sowie. soweit 
vurtutMtN zutreffena. nachsiehender Punkt 5 

Internationales Aktenzeicnen 

PCT/DE 01/01116 

Internationales Ann"ieideda*ufri 
(TagMonatJahr) 

22/03/2001 

tr-ruhestes) HnoniaiSdatum {Tag Monaijahr) 

1 1/04/2000 




ROBERT BOSCH GMBH et al . 


Dieser Internationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt 3 Blatter. 

[X] Dariiber hinaus liegt ihm jeweils e.ne Kopie der in diesem Bencht genannten Unterlagen 2um Stand der Technik bei. 

1 . Grundlage des Berichts ' ■ 

^' *^?rf^!^^^t'^' Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldunn in der Sorache 
durchgefuhrt worden. ,n der sie emgereicht wurde. solern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ^ 

° A:frJ2:rjrRe?eri3^rh^^^u;^^h^g% - ^ ..erna,lona,en 

" r a^uTder'^^:rd1L^^^^^ ....o...r...^.... is, die .ternaUonaie 

I I internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mil der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

.n'.LoL'','^'"'^^- f"' "^f nachtraglich eingereichte schrifthche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarunosoehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. urrenoarungsgehalt der 

wifrde vorgetegf "'^ ^"'"P^'^^'^s'^^^^^ ^rfaRten Intorrriationen dem schrittlichen Sequenzprotokoll entsprechen. 


□ 
□ 
□ 
□ 

□ 


2. 
3. 


□ Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feid I). 
Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 


4. Hinsjchtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt 

□ 

wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt; 


5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[X~| w""^ der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

n InT^^^Tr^J^'^'T o^k' ^^-^^^^ ^^'^ angegebenen Fassung von der Behorde festg-setzt Der 

° Rerih^^nTe^^^ Abindung d.eses .ntefn^ftlo^^n"^^ 

Folgende Abbifdung der Zetchnungen ist m.t der Zusammenfassung zu verbffentl.chen: Abb. Nr. _J 

Pn Anmelder vorgeschlagen j~J 

Q well der Anmelder selbst keine Abbitdung vorgeschlagen hat. 
I 1 weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzetchnet. 


keine der Abb. 


Formblatt PCT/ISA.'210 (Blatt 1 ) ( Juli 1998) 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


A. KLASSIFIZIEBUNG DES ^^HciuNGSGEGENSTANOES 

IPK 7 B81B7/02W^ B81B3/00 


Internationales Aktenzetchen 

PCT/DE 01/01116 


Nach der tnlernationaien Paienikia&sitikanon -(PKt Oder nach per r,a(tona'er> Klassihkation und aer IPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 


Rechercniener Minaesiprijfstoft i Kiassifikationss/sierr und KlassifikationssvmDole 

IPK 7 B81B 


Recneroriiene aber ncni zum Mmdestprursiofr gehorende Veroftenilicnungen soweil diese unier aie recnerch.erien G,ebiele J 


Wahrend der internahonaien Recherche konsulhede eleklron.sche Daienbank (Name der Datenbank und evli verwendele Suchbegnfle.i 

EPO-InternaK WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX 


C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


KategorjG' 


Bezeichnuny der Veroffeiilhchuiiy. sowe» erforderiicn unter Angabe der in Betrachi kommenden Teile 


Betr. Anspnjch Nr 


wo 98 23934 A (NAEHER ULRICH ;SCHEITER 
THOMAS (DE); SIEMENS AG (DE); HIEROLD 
CHRI) 4. Juni 1998 (1998-06-04) 
Abbi Idung H- 0> 'a o • < 
5 o 1t o 3, Z ei4^-g7 — Sei-te 7, Zeile 6 ic" 


WO 97 04319 A (BOSCH GMBH ROBERT ;MUENZEL 
HORST (DE); OFFENBERG MICHAEL (DE); HEY) 
6. Februar 1997 (1997-02-06) 

A bbUdung o n 4-3-,^-7- Ofo < >nss > ^, 6 , 7 
■5e44e-37-7^et->«-8 — Se1to il , ZoUo 22 fl-.., ^ ^, ' 


•S o - it o 8 , Z o lT o 1 -9 — 9, Ze+Te 14 


EP 0 890 998 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 
13. Januar 1999 (1999-01-13) 
- Abbildung e n 2, 4- 6 - / > xi . - i')ys , y - c - 
Spalt o 4, Zeile 1# -Spalte 6, Zel Te-&4-C<?/i.^-' 

-/-- 


1-9 

1-6,8,9 

1,2,4,5, 
7-9 


Weilere VeroffenlHchungen sind der Fortsefzung von Feld C zu 
entnehmen 


Siehe Anbang PatenUamilie 


° Besondere Kalegonen von angegebenen Verdffentiichungen 

•A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik deftnlen 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen is! 

"E" alteres Dokument. das jedoch ers! anr) Oder nach dem inlernationalen 
Anmeldedatum verdtfentlicht worden ist 

'L' Veroffentlichung die geelgnet ist. einen Pnoritatsanspruch zweifelhafi er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroftenllichungsdalum einer 
anderen im Recherchenberjchi genannten Veroffentlichung belegl werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben is! (wie 
ausgefuhrl) 

O" Veroffentlichung. die sich auf eine mundljche Ofenbarung 

eine Benutzung. eme Ausstellung oder andere MaBnahmen bezichi 

P Veroffentlichung. die vor denn internalionalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchlen Pnoritatsdatum veroftenllicht worden (St 


•T" Spalere Veroftenllichung. die nach dem internalionalen Anmeldedatum 
Oder dem Pnoritatsdatum veroffentlicht worden ist und mrt der 
Anmeldung nicht kollidierl. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundelieqenden 
Theorie angegeben ist 

•X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindunq 
kann allein aufgrund dteser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Taltgkeit beruhend belrachtel werden 

•Y" Verohentlfchung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung 
kann nichl als auf erfinderischer Tatigkeil beruhend betrachlet 
werden. wenn die Veroffentlichung mil einer oder mehreren anderen 
Veroffenthchungen dieser Kategone in Verbindung gebrachl wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Verohenlhchung, die Milglied dersethen Patentfamilie ist 


Datum des Abschlusses der (nternationaJen Recherche 


10. Juli 2001 


Absendedalum des internalionalen Recherchenbenchts 


17/07/2001 


Nante und Postanschrift der Internahonaien Recfierchenbehorde 
Europaisches Patentaml. P.B. 5818 Palentlaan 2 
NL - 2280 HV Riiswijk 

Tel { + 31-70) 340-2040, Tx 31 65)1 epo nl 
Fax (+31-70) 340-3016 


Bevollmactiligler Bediensleter 


Polesello, P 
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Kafegorie 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Internationales Aktenzefchen 

,,PCT/DE 01/01116 


C.(Forlsetzung) ALS WESEr 


'angesfhene unterlagen 


Bezeichnijng der VeroHenliicnung. soweit ertorderiich unltrr AngaDe aer in Beirachl Komrnenden Teile 


DE 197 00 290 A (SIEMENS AG) 
16. Juli 1998 (1998-07-16) 
■ Abbi ldungen 1,2.4 ijrji^-'^^^- / j 
Spalte 3, Zoilo 5 Z g Tio 65 - J, /^.^^ hr^cS 


BeIr Anspruch Nr 


GENNISSEN P T J ET AL; 
"Bipolar-compatible epitaxial poly for 
smart sensors: Stress minimization and 
appl i cat i ons " 

SENSORS AND ACTUATORS A . CH , ELSEVIER 
SEQUOIA S.A. , LAUSANNE. 
Bd. 62. Nr. 1-3, 
1. Juli 1997 (1997-07-01), Soit o n 636 645 . p r,^^ c-i'/i' 
XP004119702 
ISSN: 0924-4247 
T^VteW Idung 11^ DCg 
AbGQtz --- 0 003! \ Z, r ^. , . , ^ ^ / ) ■ C} o o -J 


1,2,4,5, 
7-9 


1,2,4-9 


EP 0 895 090 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 

3. Februar 1999 (1999-02-03) 
Abb i ldung e n l -U D« '^-i ■ -> /- / ' 
AbGatzo '0011 f--e{)19! . , ^, , v^ , 


1,2,4,5, 
7-9 


- Cf.SeiZ'jrg ■j'^. 5(311 2. '992. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


,PCT/DE 01/01116 


1 ^ ■ 

im Recnercnenbenc^ 

w 

Datum der 



Datum aer 

i ^ n nCi f M h f ^ c n tH/~iL i i m 
1 ia( 1 ycr 1 U M 1 1 b rcdidllUwKUllJ 


Vsro ffe ntlich un Q 


Patentfamihe 

Veroffentltchung 

WO 9823934 

A 

04-06-1998 

DE 

19648424 C 

25-06-1998 




CN 
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VERTR 


f^ilBER DIE INTERNATIONALE ZUS>^^I 
^KUF DEM GEBIET DES PATENTWEsIni 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

R. 37709 Bb/Kat 

y^^lj^p^g siehe Mitteilung uber die 'Jbermittlung des mternationaien 

Recherchenbertchts (Formbiatt PCT'iSA'220i sowie soweit 
VORGEHEN zutreffend. nachstenender ^unkT 5 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 01/01116 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag'MonatJahr) 

22/03/2001 

(Fruhestesf Prior itatsdatum (Tag'MonatJahr) 

1 1/04/2000 

Anmelder 

ROBERT BOSCH GMBH et al . 


Dieser Internationale Recherchenbencht wurde von der Internationaten Rect^erchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemafB 
Artikel 18 Libermittett. Eine Kopie wird dem mternationaien Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbencht umfafBt insgesamt 3 Blatter. 

rX~| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kople der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 


2. 
3. 


Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der mternationaien Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden. in der sie eingereicht wurde. sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben Ist. 

I I Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das 
I I in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

bei der Behorde nachtraghch in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung. daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht. wurde vorgelegt. 

] I Die Erklarung. daB die in computerlesbarer Form erfaBten tnformationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen. 
wurde vorgelegt. 

I I Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
I I Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II ). 


□ 
□ 

□ 
□ 


4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

PC] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie foigt festgesetzt: 


5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

ryi wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b,- in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdftentlichen: Abb. Nr. L 


[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ I well diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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Ini^^^onales Aktenzeichen 

[iR)E 01/01116 


A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 B81B7/G2 B81B3/00 


rjach der internationalen Patenlklassifjkation ,'IPK. odernach der nationalen Kiassfftkation und der IPK 


B. RECHERCHIERTE GEBIETE 


Recfierchierter Mindeslprutsioft (KlassitiKationssvstem und KlassifiKationssvmbole i 

IPK 7 B81B 


Recherchtene aber nichl zufTi Mmdeslprutslotf qettorende Verottentiichungen sowed diese unter die recherchienen Gebiete fallen 
Wahrend der internalionalen Recherche Konsuliierte elektronisctie Dalenbank (Name der Datenbank und eWI verwendele Suchbegntte! 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX 


C. ALS WESENTLtCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Ka!egone" Bezeichnung der Veroftentlichunc sowerl erfordPrlich unter Angraho dr-r iri Betrachi kommenden Teile 


Betr Anf^prijch Nr 


WO 98 23934 A (NAEHER ULRICH :SCHEITER 
THOMAS (DE); SIEMENS AG (DE); HIEROLD 
CHRI) 4. Juni 1998 (1998-06-04) 
Abbildung 1 

Seite 3, Zeile 27 -Seite 7, Zeile 6 

WO 97 04319 A (BOSCH GMBH ROBERT ;MUENZEL 
HORST (DE); OFFENBERG MICHAEL (DE); HEY) 
6. Februar 1997 (1997-02-06) 
Abbildungen 1-3,6,7 
Seite 3, Zeile 8 -Seite 4, Zeile 32 
Seite 8, Zeile 19 -Seite 9, Zeile 14 

EP 0 890 998 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 
13. Januar 1999 (1999-01-13) 
Abbildungen 2,4-6 
Spalte 4, Zeile 19 -Spalte 6, Zeile 54 

-/-- 


1-9 


1-6,8,9 


1.2,4.5, 
7-9 


Weilere Verottentiichungen sind der Fortsetzung von f eld C zu 
entnehmen 


Siehe Anhang Patentfannilie 


- Besondere Kategorien von angegebenen Verottentiichungen 

'A' Veroftenllichung. die den allg€-meinen Stand derTechnih detiniert. 
aber nicht als besonders bedeulsam anzusehen ist 

'E' atteres Dokument das jedoch erst am oder nach dem iniernattonalen 

Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

*L' Verottentlichung. die geeignet ist. emen Pnoritatsanspruc h zweitelhati er- 
scheinen zu lassen oder durch die das Veroftentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroftentlichung belegt werden 

soli Oder die aus einem anderen besonderen (3rund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt ) 

'O' Verottentlichung die sich aut erne mundliche (Dttenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung odet andere MaBnahmen bezieht 
•P' Veroftentlichung, die vor dem inteVnationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchten Pnoritatsdatum verottentlicht worden ist 


"T" Spatere Verottentlichung. die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Pnoritatsdatum veroftenllichl worden isl und mit der 
Anmeldung nicht kollidierl. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeiiegenden Pnnzips oder der ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben ist 

•>;• Verottentlichung von besonderer Bedeutung. die beanspruchte Ertindung 
kann alletn autgrund dieser Verottentlichung nicht als neu oder aut 
erfinderisctier Taligkeit beruhend belrachtet werden 
Y' Verottentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung 
kann nichi als aut erfmderischer Tatigkeit beruhend betrachlet 
werden. wenn die Verottentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verottentiichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann natieliegend ist 

&' Verottentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie ist 


[>atum des Abschlusses der internationalen Recherche 

10. Juli 2001 

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 

17/07/2001 

Uame und Postanschrrft der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel 1 + 31-70)340-2040. Tx 31 651 epo nl. 
Fax: < + 3l-70) 340-3016 

Bevollmachtigter Bediensteter 
PolGSGllO, P 
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Kaiogone 


Bezeicnnung der Verotfentlichung sowed ertorderii.-h unter Anqahe de-- tn Beiracht kommenden Teile 


Betr Anspnjch 


DE 197 00 290 A (SIEMENS AG) 
16. Juli 1998 (1998-07-16) 
Abbildungen 1,2,4 
Spalte 3. Zeile 5 - Zeile 65 

GENNISSEN P T J ET AL: 
"Bipolar-compatible epitaxial poly for 
smart sensors: Stress minimization and 
appl ications" 

SENSORS AND ACTUATORS A . CH , ELSEVI ER 
SEQUOIA S.A. , LAUSANNE, 
Bd. 62. Nr. 1-3, 

1. Juli 1997 (1997-07-01), Seiten 636-645, 

XP004119702 

j.i:)N: v^m-HCH/ 

Abbildung 11 

Absatz '0003! 

EP 0 895 090 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 
3. Februar 1999 (1999-02-03) 

Abbildungen 1-11 

Absatze '0011 !-'0019! 


1.2.4.5. 
7-9 


1,2,4-9 


1.2.4.5. 
7-9 
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